Calculo do potencial no semicondutor
em deplecao (exemplo: substrato P)

= Solucdo da equacdo de Poisson: 02¢ = -2

em uma dimensao fica: 4°® __ p __(-aN,)
dX2 gSi gSi
= Resultado: )
_ON, 2 gN, X, gN » X,
dIx)= X — X + 0<x<
( ) 2£Si gSi 2£Si [ . Xd]




rd =}
Graficos r_, xd ~
Lo T s . == O s |
—aard = a2 2 0
qNAxﬂi + £ { campo alstcrico )
& TR e
S 1) D\Kd
—
2 «r { potencial )
gNAx; .
<)
285’: o xd
—
A E { =snergla potencial para os elEatrones
5 v xd
_ q —
28, J T T B

{ o oeErn s e S

A°

de fTorns )

1



Graficos em condicao de deplegao
¢(I)_@'NA 2 qNﬂxd Q'N.q-xd | § Q (charge per

semicondutor
E() = -q O(X)

X Qo unit area)
28 E5 28y ] :




